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(57) Способ изготовления электролюминес
центных матричных экранов, включающий

последовательное нанесение на одну повер-
хность керамической подложки электролю-
минесцентного, диэлектрического слоев и
прозрачного растра электродов и растра
электродов на противоположной поверхно-
сти, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что растр
прозрачных электродов формируют лазер-
ным скрайбированием на глубину, большую
суммарной толщины электролюминесцент-
ного и диэлектрического слоев, и прозрачно-
го электрода, но меньшую десятой части
толщины керамической подложки, а подлож-
ку выполняют из светопоглощающего мате-
риала.

Изобретение относится к электронной
технике и может найти применение при раз-
работке технологии изготовления матрич-
ных экранов.

Известен матричный электролюминес -
центный индикатор, содержащий нанесен-
ную на с тек ля н ную под ложку
электролюминесцентную структуру, включа-
ющий две взаимоперпендикулярные системы
растровых электродов, электролюминесцент-
ный слой, диэлектрические слои. При этом в
качестве метода нанесения всех слоев струк-
туры используется вакуумный метод элект-
ронно-лучевого напыления^ а в качестве
метода формирования топологии -фотолитог-
рафические операции. [1].

Недостатком известного способа явля-
ется то, что получение растров электролю-
минесцентной структуры на  стеклянной
подложке предполагает применение только
фотолитографического метода и масочного

напыления, которые не могут обеспечить вы-
сокий процент выхода годных экранов с
большой излучающей поверхностью за счет
протравливания дефектов структуры при
травлении верхнего электрода.

Наиболее близким техническим реше-
нием, принятым в качестве прототипа явля-
ется электролюминесцентный матричный
индикатор, содержащий свегопрозрачную
керамическую подложку, которая служит не
только активным элементом структуры, но и
является механической основой. На подлож-
ку, имеющую высокий коэффициент диэлек-
трич еской  п рон ицаемос ти, в акуумным
методом электронно-лучевого напыления
последовательно наносится электролюми-
несцентная структура и два взаимно пер-
пе нд ику ля рн ых рас тра п роз рач н ых
электродов, причем толщина подложки на-
много больше электролюм инесцен тной
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структуры, а топология электродов формируется
фотолитографическим методом [2].

Известный индикатор, благодаря ис
пользованию керамической подложки по
зволяет перейти от с ложног о метод а   5
фотолитографии к одному из высокопроиз
водительных механических способоп пол
учения   тополог ии,   например,   резке
алмазным скрайбером, широко применяе
мой в электронной технологии. Однако изго- 10
товленный таким образом
электролюминесцентный экран обладает
недостаточной контрастностью вследствие:

-дополнительной засветки, обусловленной
выходом части излучения из боковых 15
поверхностей элементов растра электролю-
минесцентной структуры;

- поглощения внешнего излучения, по
падающего в структуру через боковые по
верхности элементов с формированного 20
растра:

- ореольной засветки, рассеиваемой
светопрозрачной керамической подложкой.

Кроме того, алмазное скрайбирование
приводит к ветвлению микротрещин, обра- 25
зующихся при воздействии резца на материал и
возможному разрушению подложки.

В основу изобретения поставлена задача
создания способа изготовления электро-
люминесцентных матричных экранов, в 30
котором повышена контраста обеспечивается
формированием растра прозрачных элек-
тродов лазерным скрайиированием, что
повышает выход годных изделий.

Поставленная задача решается том, что 35
в способе изготовления электролюминес
центных г-лв ричных экранов, включающем
последовательное ? іанесение на одну повер
хность керамической подложки электролю
минесцентного, диэлектрического слоев и 40
прозрачного растра элеш родов на противо
положной поверхности, согласно изобрете
нию рас тр прозрач ных  э лек тродов
формируют лазерным скрайбироганисм на
глубину, большую суммарной толщины элек- 45
тролюминесцентного и диэлектрического
слоев и прозрачного электрода, но меньшую
десятой части толщины керамической под
ложки, з подложку выполняют из светопог-
лощающего материала. 50

В процессе лазерной резки со стороны
излучающей поверхности образуются полосы
углублений, боковые поверхности которых
оказываются оплавленными.
Образованный оплавленный приповерхно- 55
стный слой из светопоглощающего материала
керамики служит дополнительным
элементом, позволяющим:

- уменьшить внешнюю (фоновую) за
светку от пологих боковых поверхностей

сформированных углублений, образующих
растр:

- уменьшить, так называемую, ореоль-
ную засветку за счет поглощения части излу-
чения непрозрач ным материалом
керамического оплавленного слоя.

Опасность разрушения керамической
подложки ограничивает глубину скрайбиро-
оания до 0,1 ее толщины. Однако обязатель-
ным условием является вск рытие
керамической подложки.

Соотношение ширины сформированных
углублений и излучающих полос поверхно-
сти экрана определяется разрешающей спо-
собнос тью опред елять задаваемой
конкретными условиями визуального или
аппаратного восприятия.

Изобретение иллюстрируется черте-
жом, на котором изображена растровая
структура электролюминесцентного экрана,
полученная в соответствии с предложенным
способом.

Способ изготовления электролюминес-
центного матричного экрана, изображенного
на рисунке заключается в выполнении
следующей последовательности операций:

1) вначале проводят формирование пер
вого непрозрачного электродного слоя 1 на
керамическую подложку 2, например, мето
дом термического вакуумного напыления;

2) последовательно наносят тонкопле
ночные слои электролюминесцентной струк
туры 3 и непрозрачного электродного слоя 4
о технологическом процессе в вакууме, на
пример, методом электронно-лучевого рас
пыления;

3) применяют метод лазерного скрайби-
рования для формирования растра непроз
рачных олек тродоп и верхнег о рас тра
прозрачных электродов на глубину, не пре
вышающую 0,1 толщины керамической под
ложки    вплоть    до    ее    вскрытия    с
образованием оплавленного приповерхно
стного слоя 5 светопоглощающей керамики
в углублениях;

4) производят распайку и герметизацию
экрана.

П р и м е р.
В качестве подложки использована диэ-

лектрическая керамическая подложка из
темной поглощающей керамики ВС-1 с диэ-
лектрической проницаемостью Е=1,6х104 '
Размер подложки 150x150 мм, размер рабо-
чего поля 140x140 мм, толщина 0,7 мм. Элек-
троды и все слои структуры напыляются
электронно-лучевым методом в вакуумной
установке ВУ-1А. Электролюминесцентный
слой 3 выполнен из сульфида цинка, легиро-
ванного марганцем (0,8 вес.%), толщиной
0,5 мкм, диэлектрический слой выполнен из
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оксида иттрия, толщиной 0,15 мкм, прозрачный
проводящий слой 4 выполнен из оксида олова,
легированного фтором (5 вес.%), толщиной 0,2
мкм. С противоположной стороны подложки
нанесена система тонкопленочнх электродов
1, выполненных из никель-хромового сплава.
Топология электролюминесцентной
структуры и растров электродов произво-
дится методом лазерного скрайбирования
на установке ЭМ-220, с длиной волны излу-
чения лазера 0,06 мкм. Скрайбирование осу-
ществляют глубиной 50 мкм, шириной 70
мкм при регулярном шаге 250 мкм, получая
разрешение 3 лин/мм.

10

В результате исследования партии
скрайбированных образцов экрана (100 шт.)
получено, что выход годных благодаря ис-
пользованию предлагаемого способа увели-
чивается более ,  чем в 2  раза,  а
контрастность экранов при внешней осве-
щенности 1000 л к и яркости освещения
ячейки экрана 1200 кД/м2, увеличивается в
1,5 раза.

Таким образом, благодаря предлагаемому
методу формирования растра значительно по-
вышается контрастность тонкопленочного
электролюминесцентного экрана.
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